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【はじめに】ダイヤモンドは絶縁破壊電界，熱伝導

率，キャリア移動度が優れており，SiC，GaN を越

える高周波・高出力デバイスが期待されている．

我々はこれまでに，NO2 によるホールドーピング，

Al2O3 保護膜による安定動作を報告した [1]．残る

課題は大口径基板である．今回，我々は大口径可能

なマイクロニードル技術を用いたヘテロエピタキ

シャルダイヤモンド膜[2]上にダイヤモンド FET を

作製し高性能な特性を示したので報告する． 

【作製方法】本研究では，MgO 基板上に Ir(100)膜

を堆積させ，マイクロパターンによって ELO 成長

を行い，転位密度を格段に低減した．つぎにマイク

ロニードルを形成し，その上にダイヤモンド厚膜

を成長し，剥離させた．つぎに両面を機械研磨し，

表面の化学機械研磨を行った．つぎにホモエピタ

キシャル薄膜を成長し，その上にダイヤモンド FET

を作製した． 

【実験結果】ダイヤモンド FET のドレイン電流電

圧特性を図３に示す．ゲート電圧－4V において，

従来のホモエピタキシャルダイヤモンドに遜色の

ない，91mA/mm のドレイン電流密度が得られた． 
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Figure 1 – Procedures of diamond FETs on 

highly-orientated diamond 

Figure 2 – Photograph of diamond FETs on 

highly-oriented diamond 

Figure 3 –DC drain current (IDS)-voltage 

(VDS) characteristics 
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